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Integration optoelektronischer Komponenten

Gefördert aus Mitteln des Landes Hessen, des 

Europäischen Sozialfonds (ESF) und des 
Studienstrukturprogramm 2007 des HMWK in 
Kooperation mit
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Schaltungsidee

Simulation

Design

a. Elektronik Design und Entwurf
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ASIC
Photodioden

b. Fertigung, Bewertung

Topographie

Rastersonden-Aufnahmen
Agilent AFM 5400
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Grundlagenforschung NANO-FET Simulation und 
Modellierung

Quelle: Saraswat (Stanford University)

Quelle: nanohub.org

� Funktionelle Grenze 
bei ca. 40 nm erwartet

Zentrales Bauelement in IC’s:  MOSFET

� Kleinste Strukturgröße:
Kanallänge
(heute ca. 65nm)
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� Gegenstand weltweiter Forschung:

FinFET

Quelle: Saraswat (Stanford)

LayoutLayout

Quelle: Lemme (AMICA)

� Fingerstruktur schaltet mehrere 
Elemente parallel

Neue CMOS-Strukturen

� Steigerung der Performance bei 
Strukturverkleinerung

� Kanallänge < 10nm


